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1 TEMA

TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA

2 OBJETIVOS

2.1 Familiarizar al estudiante con el transistor bipolar de juntura.

2.2 Identificar la relacion de la ganancia de corriente entre la base y el colector del
transistor bipolar de juntura.

3 TRABAJO PREPARATORIO

3.1 Describir el funcionamiento de un Transistor Bipolar de Juntura (TBJ) e identificar
sus parametros principales y su representacion simbdalica.

3.2 Calcularla corriente en laresistencia R1 de la Figura 1, considerando que la fuente
de alimentacion V1 = 10 V y que el voltaje entre los terminales de Base y Emisor
(Vee) es de 0,7 V.

3.3 Repetir el numeral 3.2 para valores de R1 de: 82 kQ, 100 kQ y 120 kQ.
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Figura 1. Polarizacién con dos fuentes del TBJ 2N3904.

3.4 Calcularla corriente en laresistencia R1 de la Figura 2, considerando que la fuente
de alimentacion V1 = 10 V y que el voltaje entre los terminales de Base y Emisor
(Vee) es de 0,7 V.

3.5 Repetir el numeral 3.4 para valores de R1 de: 150 kQ, 220 kQ y 270 kQ.
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Figura 2. Polarizacion fija o auto polarizacion del TBJ 2N3904.
4 EQUIPO Y MATERIALES

4.1 Equipos proporcionados por el laboratorio
- Fuente DC
4.2 Materiales requeridos por grupo de trabajo

- Elementos necesarios para la implementacion de los circuitos:
= Transistores 2N3904.
= Resistencias para los circuitos de polarizacion.

- Protoboard

- Multimetro

- Cables banana — lagarto

- Cables para protoboard (UTP)

5 PROCEDIMIENTO

5.1 Implementar en el protoboard los circuitos de polarizacién del TBJ presentados en
las Figuras 1y 2 del trabajo preparatorio.

5.2 Determinar con ayuda del multimetro, el voltaje sobre las resistencias R1 y R2
para cada uno de los valores establecidos en el trabajo preparatorio.

5.3 Calcular el valor de la corriente sobre las resistencias R1 y R2 a partir de los datos
medidos. Presente los valores en forma tabulada.

5.4 Evaluar la relacion entre la corriente sobre R2 respecto de la corriente sobre R1.

6 INFORME

6.1 Andlisis de resultados.
6.2 Describir las caracteristicas generales de las regiones (zonas) de trabajo de un

transistor bipolar de juntura (TBJ): corte, saturacion, lineal (activa).
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6.3 Realizar en LTSpice la simulacion de la curva caracteristica del transistor bipolar

de juntura en configuracion emisor comun, e identificar las regiones de trabajo.

6.4 Conclusiones
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